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А.В. АГАБЕКЯН 

ГЕТТЕРИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ СЛОЕМ  

ЧЕРНОГО КРЕМНИЯ 

Подготовлены и исследованы кремниевые подложки с приповерхностным слоем 

черного кремния (b-Si) на обратной стороне. Показано, что слой b-Si в качестве гет-

тера значительно снижает плотность окислительных дефектов упаковки на рабочей 

лицевой стороне кремниевых подложек. 
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дефект. 

A.V. AGHABEKYAN 

GETTERING THE STRUCTURAL DEFECTS BY A BLACK SILICON 

LAYER 

Silicon substrates by near-surface black silicon (b-Si) layer on the reverse side have 

been prepared and investigated. It is shown that the b-Si layer as a getter significantly 

reduces the density of oxidation induced stacking faults on the working front side of silicon 

substrates. 
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